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Findet das EDITOR-FProgramm bei der Darstellung einer Hilfs—-Menue-
Seite ein "D@"-Byte, so wird die Bildschirmausgabe unterbrochen

und die Tastatur abgefragt. Durch die Eingabe von “BFACE> lAaikt
sich die nachfolgende Seite darstellen, bei der Eingabe von <«“CRx
erfolgt eine Rickkehr zum EDITOR. Das Ende des Hilfs-Menues ist

mit zwei "@@"-Bytes gekennzeichnet. Hier erfolgt bei der Eingabe

von <SPACE» eine erneute Darstellung des Hilfsmenues ab der ersten
Hilfs-Menue-Seite, die Eingabe von <CR»> filhrt auch hier zu einem
Ricksprung in den EDIT-Modus.

Die Veridnderung der einzelnen Hilfs-Menue-Seiten kann mit Hilfe
des BFZ-EDITORs erfolgen. Die einzelnen Seiten des veranderten
Hilfs-Menues miissen anschlieBend gemdl dem oben beschriebenen
Aufbau zusammengefigt werden.

Es bleibt dem Anwender iberlassen, unter Umstdnden auch andere
Informationen innerhalb des Hilfs-Menues zu speichern, die
dann bei Bedarf jederzeit vom Bediener abrufbar sind.
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Hinweise

Die 64-K-RAM-Baugruppe ist fir den Betrieb des BFZ/MFA-Mikrocomputers
unter dem Betriebssystem MAT32-K/S oder MAT32-K/Terminal vorgesehen.

Die Baugruppe enthdlt vier 8-KByte-RAM-Bausteine.

Das EPROM MAT32-K/S bzw. MAT32-K/Terminal (siehe Ausbaustufe MT bzw.PC)
mit einer Speicherkapazitdt von 32-KByte wird auf dem Steckplatz fir

IC P eingesetzt.




BFZ/MFA 3.3. - 2

64-KByte-RAM
Blockschaltbild
_
p4 [ =4
s _s£8
© SMO [
= . PEE 3 L
- _me Eb
Mﬂl-'.J "
I )
B -
<<< /) =2l |
O~~~
.MRZZ .
L.
P — s —— = — e — e —
55 |
22 [ ~ - P : »
. n_ _S W Al _ = M W
-3 B o N : E o A ..V
. N m I._ X o
| ~ro- o=l = 8
s - [}
_d. “ m., .
- TRE-PEL |
| Ei2 =038 |
21F 56 gzl =
. @:xXE " _ ] | =01
-] Hi
_ c = . I UL
: _ . =1
I R .
h_ﬂ. < _ ! x! " ]
- A}
| §' 2% w 4 g ! Il €l a
.M_W.BOO_ = _
Pt - o o, ©
' si#288| E¢2
_ £l
'z% =t =
: mm_ °z
IRl i 53 5
22 = .| BEI ~ 3
.8 1| B © £
| §:3%2s | Y
m_Mﬂcol."._ llllllll <]
| 2.2 5= . ~
' SE2EE| NEEEN o
_ ﬁnm. Ll ® = ; + F\
. o
. . < ]
_ , L < _ ®© 3 T MH
c e a . v o x € o
. ® O = s €=
e - g _ ° g QU @
_ o e - o - -—
' <> v . - « mvl
_ wn
ri.ﬁu.#ii 2
< :|
= o
M S
Fal ~
w MW sng-wajsAs . e
o AOH n.Uu

64-KByte-RAM BFZ/MFA 3.3. - 3

Funktionsbeschreibung

Die Funktionsbeschreibung bezieht sich auf das Blockschaltbild der Baugruppe.
Schaltungseinzelheiten sind dem Stromlaufplan zu entnehmen.

Die 64-KByte-RAM-Baugruppe kann wahlweise in der Betriebsart "ROM/RAM-Betrieb,
ROM nicht abschaltbar" oder "ROM/RAM-Betrieb mit abschaltbarem ROM" eingesetzt
werden. Die Einrichtung der Baugruppe fiir die gewiinschte Betriebsart erfolgt
durch Lotbriicken auf mehreren Briickenfeldern. Alle hierzu erforderlichen Anga-

ben (technische Merkmale, typische Speicheraufteilungen) befinden sich am Ende
der Funktionsbeschreibung.

umwmzvcm|41m¢vm1..d ar's 8-Decoder und Speicher

Der Daten-Bus der Baugruppe ist iiber einen Datenbus-Treiber mit dem System-Bus

verbunden. Die Arbeitsrichtung des Datenbus-Treibers wird mit dem Signal MEMR
gesteuert.

Mit den AdreBleitungen A0 bis A12 werden die einzelnen Speicherzeilen der RAM-
Bausteine und des EPROMs adressiert. Je nach verwendetem EPROM (2716...27256)
werden die AdreBleitungen A11, A13 und A14 im Briickenfeld "ROM-Typ" an die un-
terschiedlichen AnschluBbelegungen der ERPROMs angepaBt.

Die AdreBleitungen A13 bis A15 fiihren auf einen 1 aus 8-Decoder, der jeweils
einen der 8-KByte-RAM-Bausteine iiber dessen CS-AnschluB ﬁ1m¢o4vw.

Die OE-Anschliisse aller RAM-Bausteine sind zusammengefiihrt. Daten des RAM-
Speichers kdénnen nur dann gelesen werden, wenn die OE-Anschliisse L-Pegel er-
halten. Die Schreib-Lese-Umschaltung der RAM-Bausteine erfolgt iiber MEMW.

ROM-RAM-Umschaltung

Zur ROM-RAM-Umschaltung gehoren der AdreBvergleicher mit dem Briickenfeld "RAM-
Aktiv-Adresse", die ODER-Verkniipfung "OR1", der Inverter und die ODER-Verkniip-
fung "OR2".

Beim Einschalten des Mikrocomputers (oder bei Betdtigung der RESET-Taste) wird
das Abschalt-Flipflop iiber das Signal RES zuriickgesetzt, so daB der Ausgang Q
an die ODER-Verkniipfung OR1 L-Pegel abgibt.

[ i
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Funktionsbeschreibung

Der zweite Eingang von OR1 erhdlt nach dem Einschalten vom Ausgang P2 Q des
AdreBvergleichers ebenfalls L-Pegel, da die vom Prozessor ausgegebene Adresse
0000 stets kleiner als die mit dem Briickenfeld "RAM-Aktiv-Adresse" einstellba-
re Vergleichsadresse ist. Die ODER-Verkniipfung OR1 gibt daher zundchst L-Pegel
ab. Hiermit wird der CS-AnschluB des EPROMs angesteuert und das EPROM akti-
viert.

Bei aktivem EPROM muB der RAM-Speicher abgeschaltet sein. Die RAM-Abschaltung
erfolgt durch H-Pegel an den OE-Anschliissen der RAM-Bausteine. Dieser H-Pegel
stammt von der ODER-Verkniipfung OR2 und wird durch Invertierung des Ausgangs-
signals von OR1 (CS-Signal fiir das EPROM) gebildet.

Durch das beschriebene Verfahren wird nach dem Einschalten bzw. RESET stets
zunichst das EPROM aktiviert und der RAM-Speicher abgeschaltet.

Mit dem Briickenfeld "RAM-Aktiv-Adresse" wird eingestellt, ab welcher Speicher-
adresse statt des EPROMs der RAM-Speicher aktiv sein soll. Einstellbar sind
die AdreBwerte 0800, 1000, 2000, 4000 und 8000. Der einzustellende Wert rich-
tet sich nach dem EPROM-Typ.

Sobald der Prozessor eine Adresse ausgibt, die gleich oder groBer der einge-
stellten RAM-Aktiv-Adresse ist, fiihrt der AdreBvergleicher am Ausgang P2 Q H-
Pegel und schaltet iiber OR1 das EPROM ab.

Zum Lesen von Daten aus dem Speicher steuert der Prozessor die MEMR-Leitung
auf L-Pegel. Da das EPROM z.Zt. nicht aktiviert ist, fiihren jetzt beide Ein-
ginge von OR2 L-Pegel, wodurch die OE-Anschlisse der RAM-Bausteine L-Pegel er-
halten und der RAM-Speicher zum Lesen von Daten freigegeben ist.

Zum Einschreiben von Daten in den RAM-Speicher ist L-Pegel an den OE-Anschliis—
sen nicht erforderlich.

Arbeitet der Prozessor wieder unterhalb der RAM-Aktiv-Adresse, nimmt der Aus-
gang P2 Q des AdreBvergleichers wieder L-Pegel an. Hierdurch wird wieder vom
RAM auf das EPROM umgeschaltet. Das Abschalt-Flipflop ist an dieser Umschal-

tung nicht beteiligt.
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Funktionsbeschreibung

ROM-Abschaltung

Beim Einschalten des Mikrocomputers ist zunachst immer das EPROM aktiviert.
Fiir bestimmte Anwendungsfdlle der Speicherbaugruppe wie z.B. das Arbeiten un-
ter dem Betriebssystem "CP/M" muB der Speicher bereits ab der Adresse 0000 mit
RAM beginnen. Da "CP/M" nicht in EPROMs gespeichert wird, sondern auf einer
Diskette, muB das EPROM ein Programm enthalten, mit dessen Hilfe "CP/M" von
der Diskette in den RAM-Speicher geladen wird. Nach diesem als "BOOTEN" be-
zeichneten Ladevorgang wird das EPROM nicht mehr benstigt und muB abgeschaltet
werden,

Die Abschaltung des EPROMs erfolgt durch das Abschalt-Flipflop in Verbindung

mit den Briickenfeldern "ROM nicht abschaltbar/abschaltbar" und "ROM-Abschalt-
Adresse".

Bedingungen fiir das Abschalten des EPROMs:

- Briickenfeld "ROM nicht abschaltbar/abschaltbar" in Stellung "abschaltbar"

- Speicher-Lesezugriff des Prozessors auf die mit dem Briickenfeld "ROM-Ab-
schalt-Adresse" eingestellte oder eine hohere Adresse

Nur wenn beide Bedingungen gemeinsam erfiillt sind, wird das Abschalt-Flipflop
gesetzt und hierdurch das EPROM dauerhaft abgeschaltet. AnschlieBend kann auf
das EPROM nicht mehr zugegriffen werden. Dieser Zustand bleibt bis zum ndch-
sten RESET ‘erhalten.

Zusammenfassung
Auf der niachsten Seite sind die Betriebsarten der 64-KByte-RAM-Baugruppe zu-

sammengefaBt dargestellt und Beispiele fiir einige mogliche Speicheraufteilun-

gen angegeben.




EPROM

0000 - TFFF max

0000 - TFFF

4000 - SFFF 2000 - 3FFF

TFFF

A4

RAM (8x8-KByte)

A600 - BFFF 8000 - 9FFF

000 - DFFF
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Funktionsbeschreibung Stromlaufplan
XXxrm a
c il I P E Ed 2 1 ]
- g 5 Ja|f2 U<l 9 2 9 3
ROM/RAM-Betrieb, ROM nicht abschaltbar ROM/RAM-Betrieb mit abschaltbarem ROM s s e BRA - = ol 2
s [Tx<T< ‘ S IS ™ < s
= l|'a | 2, ®© = < f‘:-?n—fl\l.— l> p;
}l: ale s = R e f\l@ ||t n o
Merkmale: Merkmale: S?EEEEE - =iz i i "I i e Rl b K R R
— ROM ab Adresse 0000, bestehend aus einem EPROM - Zunichst ROM (2- bis 32-KByte-EPROM) ab Adresse
mit 2-, 4-, 8-, 16— oder 32-KByte Kapazitat 0000 eingeschaltet = -
S 1 2
— RAM ab Adresse 0000, bestehend aus acht 8-KByte- - 64-KByte-RAM ab Adresse 0000, jedoch Ausblendung e —q & 2
Bausteinen, jedoch nicht ab Adr. 0000, sondern desjenigen RAM-Bereichs, der durch das einge- =q s T
erst oberhalb der EPROM-Endadresse nutzbar setzte EPROM belegt ist; RAM-Speicher zundchst < =L Sdy N
| nur oberhalb der EPROM-Endadresse nutzbar mli_|s ia =
- Ausblendung desjenigen RAM-Bereichs, der bereits S|~ |8 N SRl | inlo [~ oo [on |2
durch das eingesetzte EPROM belegt ist - Dauerhaftes Abschalten des EPROMs und Einschal- ol
ten des gesamten RAM-Speichers durch Lesezugriff
- Bei 2- oder 4-KByte-EPROMs ist der iiberschiissige auf eine Speicheradresse ab 8000 bzw. C000 (ein- ~ P 9 Y
RAM-Speicher von 6- bzw. 4 KByte nutzbar stéllbare "ROM-Abschaltadresse') [ 19 ~
=) g [
- Bei Verwendung von 8-, 16- oder 32-KByte-EPROM - Wiedereinschalten des EPROMs nur durch RESET =l w] a
konnen 1, 2 oder 4 RAM-Bausteine entfallen oder Kaltstart b ) T T I T
) )
i . E[x]s - y
~ o~ o) - —
Einstellung dieser Betriebsart: Einstellung dieser Betriebsart: ] o °I_____ \ Q
- Mit Briickenfeld "ROM-Typ" eingesetztes EPROM an- - Briicke "ROM abschaltbar" schlieBen 3|2 = ° e — T rf T
geben [ ey o S
’ - Im Briickenfeld "ROM-Typ" eingesetztes EPROM an- ~ < b 8 Al -, 1
‘ - Briicke "ROM nicht _abschaltbar" schlieBen geben ~ a9< 2o T = 9 "
| o |Ble|~ - S ()
- Briickenfeld "ROM-Abschaltadresse" beliebig, da - "RAM-Aktiv-Adresse" je nach eingesetztem EPROM Si3- - _q
I EPROM nicht abgeschaltet wird einstellen = 1 IO~ 7 T rJ
i o
- "RAM-Aktiv-Adresse" je nach eingesetztem EPROM- - Briickenfeld "ROM-Abschaltadresse” auf 8000 oder <l - —9 Y
Typ einstellen (2716 auf 0800, 2732 auf 1000, C000 einstellen borf 1] = L . 9 "
2764 auf 2000, 27128 auf 4000, 27256 auf 8000) = 3 Yo ol
gl — A
" T 1 L1
Speicheraufteilung: (Beispiele) Speicheraufteilung: (Beispiele) i § 2« SV —0 U
= N# I 9 3
FrFF l FFFF 2 =5 L= ] i )
B2 === l T 1 ]
== B -
= -~ - s
3 aho == - =z e -
b = Programm von der " J£8 JAfZEE 19 ~
5 « Diskette = 5325 S8||8 €£3 9 =
o | . o |G xd<d ool|lx Euwr
-3 .Ch o ...-‘ - © < - q M
2 = T% = 0008 | HHHH[9szLZ | I T
; S S e |2 0009 | 1 H HH|eziLz Sy -
! o > 'J‘ < w 0002 T7THH]| 992 = §~ U
‘ S & T o= M > & a = ;é 0001 171 71H| 2eL? —=qc OKE _“_’4l3~ ©
| ] = 2w €2 g 11 L I | LT R R e B 1YY —=q |2 = <jo|ls =
$ 3 <z :g = == prew| o] o Eqels < Posn| Al >
< £ = & —
| }(;d. %-- 8000 gg :: = 8000 'll \" £lal>l> ‘:W n m AL L]e T LT
-~ ] ] ey SI=fle > SRR R (R|F] =
! xl /‘ " © 3 l' == T !t
& ® 1 £ o € c S =2 ' N 5]
> oo i 1 ‘e © ‘v © T Diskette a L2 P = o
o ! & €< s = el E = < <<
x / o o2 i3 Fa il EalE =~ E=1 PN S R RR s
& 8 :|: = + 3 1 = 0 e el b6 b0 d s R A
L o (6 < £ . (V2] m Vi S CeNm<ino~ |01 Ll"“ =
. ' @ w @ ,_ﬂ;_< Il “—— A bt ~
."_ | = 5 o olz\ < % ht
>E > /'. g =18 * - 3 g5 =
e & Hieg EPROM mit . =8 = o 22 |I93 3
4 x X g a s mi b o D, P — l - l e m m 5 h o
R+ & sjm /, —Programm zum HIH |~ —ameTs ~— = i, A= =
0800 /: Lesen einer bt It Dl A "l_| mieS = Fn e ey -~ oo~ o [in[<]m[~
0000 _ : 0000 piskette . el el o ol
Kein RAM-  LZwei RAM- Vier RAM- : ; a'lm <<|<|=& 4= <|<|< >
Baustein Bausteine Bausteine r , / L x
entfallt konnen konnen * A\ -
entfallen entfallen -1H ‘
S
4 o) LI 9] o o - . o X
3 A 3 SNNHEEEEEEEEEE clelslalx]alsl2
. P ARNRENY
[4 wimo e e
& 3 ZE  TiLiiizzzaeievas 52535858

£000 - FFFF



64-KByte-RAM BFZ/MFA 3.3. - 8 64-KByte-RAM BFZ/MFA 3.3. - 9

Bestiickung Leiterplatte ’ _ Bestiickung Leiterplatte

Bauteilliste Leiterplatte BFZ/MFA 3.3.
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Stiickliste Leiterplatte BFZ/MFA 3.3.
Pos. | Stckz. | Benennung/Daten Bemerkung
1 1 Leiterplatte BFZ/MFA 3.3.
2 9 IC-Fassung 28polig
3 1 IC-Fassung 20polig
4 2 IC-Fassung 16polig
5 2 I1C-Fassung 14polig
6 1 Lststift/-nagel fir 1,3 mm Loch-§ MeBstift fiir Masse (0 V)
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Inbetriebnahme

1. Sichtkontrolle

Die Sichtkontrolle wird anhand von Stromlauf- und Bestckungsplan sowie Stiick-

und Bauteilliste durchgefiihrt.

- Sind alle Létstellen ordnungsgemiB verlotet?
Sind die Kondensatoren richtig gepolt?

Sind alle ICs richtig eingesteckt?

Sind alle Schrauben festgezogen?

2. Priifen der Funktion

Folgende Lotbriicken miissen geschlossen sein: Im Briickenfeld...

- "RAM-Aktiv-Adr.": A-H,B-H C-H,D-H
- "ROM-Absch.-Adr.": co00

- "ROM n. absch. - absch.": n. absch.

— "ROM-Typ": A-H B-H, C-H

2.1. Statische Uberpriifung der 64-KByte-RAM-Baugruppe

Die statische Uberpriifung erfolgt mit Hilfe eines TTL-Testers oder Vielfach-
MeBinstrumentes. Zur Erzeugung und Anzeige der erforderlichen AdreB-, Daten-
und Steuersignale dienen Bus-Signalgeber und Bus-Signalanzeige.

Bestiickung des Baugruppentréagers: - Bus-Signalgeber
- Bus-Signalanzeige
- 64-KByte-RAM (iiber Adapterkarte)

64-KByte—-RAM BFZ/MFA 3.3. - 11

Inbetriebnahme

2.1.1. CS der RAMs

- Bus-Signalgeber-Schalter "ON/OFF" in Stellung "ON"
- AdreBeinstellung 1t. Tabelle und Uberpriifung der CS-Signale jeweils an Pin
20 von IC1 bis IC8

ADDRESS Pegel an den CS-Anschliissen (Pin 20) von ...
(eingest.) [ ICT | IC2 |1C3 |1Ic4 | IC5 | 1C6 | IC7 I1C8
0000 L H H H H H H H
2000 H L H H H H H H
4000 H H L H H H H H
6000 H H H L H H H H
8000 H H H H L H H H
A000 H H H H H L H H
€000 H H H H H H L H
E000 H H H H H H H L

2.1.2. DatenfluBrichtung, OE des EPROMs, WE der RAMs

- Bei bet&tigter MEMR-Taste muB an Pin 1 von IC9 und an Pin 22 von ICO L-Pegel
auftreten.

- Bei betdtigter MEMW-Taste muB jeweils an Pin 27 von IC1 bis IC8 L-Pegel auf-
treten.
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Inbetriebnahme ’ Bereitstellungsliste
Stckz. | Benennung/Daten Bemerkung
2.1.3. EPROM-Abschalt-Logik
1 Leiterplatte, ca. 110x170 mm doppelseitig Cu-kaschiert
) Mat.: Epoxid-Glashartgewebe (Hgw 2372) | (35 pum) u. mit Fotolack
- CPU-Baugruppe zusdtzlich im Baugruppentrager beschichtet
- =-S5 - "ON/OFF" in Stell "ON" . . .
Bus S1gna1gebir Schi1ter“ . / i atel g je 1 Filmvorlage BFZ/MFA 3.3.L u. 3.3.B je nach Atzverfahren Pos.-
| - Einmal Taste "RESET" betidtigt zum Belichten der Leiterplatte oder Neg.-Film
| - . i inhalten! '
Messung der Pegel 1t. Tabelle (Reihenfolge einhalten!) 1 Frontplatte, Teilung L-C 05 z.B. Intermas
Alu, 2 mm dick, Breite: 25,1 mm Nr. 409-017 665
1 Griff komplett mit Abdeckung TO3. z.B. Int s
ADRESS |Taste|IC 12.3|1C 13.2| 1€0 | IC1 | IC5 | Bemerkung g N 2409-017 927
i . i ' i Pin 22| Pin 22
(eingest.)|MEMR | Pin 8 | Pin 6 | Pin 20| Pin 2 n 1 Frontverbinder 1,6 FEE z.B. Intermas
| 0000 n.b. L L L H H Nr. 409-024 830
. L L L H H EPROM aktiv
0000 bet | 1 Messerleiste 64polig, DIN 41612 z.B. Erni STV-P-364 a/c
TFFF n.b. L H H H H Nr. 9722.333.401
IFFF . |bet. L H H L L EPROM n. abgesch. 1 Zylinderschraube M2,5x8 DIN 84
8000 n.b. L H H H H 2 Zylinderschraube M2,5x10 DIN 84
" H H L L EPROM abgesch.
8000 bet i 3 Zylinderschraube M2,5x12 DIN 84
0000 n.b. H L H H H
. H L H L L RAM aktiv 2 Zylinderschraube mit Schaft
0000 ] oet BM2, 5x10/5 DIN 84
n.b. = nicht betdtigt 2 Schraubensicherung, Kunststoff z.B. Intermas
o Nr. 409-026 748
bet. = betadtigt 5 Federscheibe A2,7 DIN 137
1 Federring B2,5 DIN 127
4 Sechskantmutter M2,5 DIN 439
4 Tantal-Elko 4,7 uF/35 V Tropfenform
1 IC 74 LS 00, Vier NAND-Gatter
1 IC 74 LS 32, Vier ODER-Gatter
1 IC 74 LS 85, 4-Bit-Vergleicher
1 IC 74 LS 138, 3-Bit-Bindrdekoder
1 IC 74 LS 245, Acht Bus-Transceiver Tri-State
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Bereitstellungsliste
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Stckz.

Benennung/Daten

Bemerkung

4

N N

RAM-Baustein 8K x 8 Bit, statisch,
max. 300 ns, pinkompatibel mit 6264

IC-Fassung 28polig DIL
IC-Fassung 20polig DIL
IC-Fassung 16polig DIL
IC-Fassung 14polig DIL

Lotstift/Lotnagel fir 1,3 mm Loch-@

z.B. HM 6264
MB 8464-15L

MeBstift fiir Masse (0 V)

64-KByte-RAM

Bohrplan Leiterplatte

BFZ/MFA 3.3. - 15

160

:

100

6Lx ¢0,9

Alle nicht bemaflten Bohrungen ®0,6 mm
Benotigte Bohrer: 08 - 0,9 - 13 - 2,7mm
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Zusammenbau Baugruppe

Stiickliste fiir den Zusammenbau

Pos. | Stckz. |Benennung/Daten Bemerkung

1 |Leiterplatte BFZ/MFA 3.3. komplett bestiickt
Griff komplett

Frontplatte

Frontverbinder

Messerleiste 64polig, DIN 41612
Zylinderschraube M2,5x8 DIN 84
Federring B2,5 DIN 127
Zylinderschraube M2,5x12 DIN 84
Federscheibe A2,7 DIN 137
Sechskantmutter M2,5 DIN 439
Zylinderschraube M2,5x10 DIN 84

Zylinderschraube mit Schaft,
BM2,5x10/5 DIN 84

Schraubensicherung, Kunststoff
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 — Ihr Partner fiir
 Ausbildungssysis

Neue Produkte im Bereich Mediens

Mit Medien, Aus- und Weiterbildung begann sich die vgs bereits
mit dem Begleitbuch zur Fernsehreihe ~Einfihrung in die
Jean Piitz zu beschiftigen. Uber die Jahre hinweg entstanden
arbeit mit ARD und ZDF weitere Biicher und Bausdtze au
Elektronik, Chemie und Biotechnologie. Inzwischen ist
Spezialist fiir Medienverbund auf allen Gebieten. Die Z

dem Berufsforderungszentrum Essen eV. begann 1983, 2
Zuschlag fiir die Produktion und Verbreitung des d
computer-Ausbildungssystems MFA erhielt. Inzwi
Programm der vgs fiir den Bereich der Aus- und We
Produkte: '
@ MFA —ein Mikrocornputer—Aus‘bildungssyst'em,
Metall- und Elektro-Berufen sowie in den hand :
im In- und Ausland eine zentrale Rolle spielt. D
wickelte Grundsystem wird von der vgs stindi
entwickelt, produziert und vertrieben, so da
zur Verfligung stehen. :

e 40900 NORMCOMPUTER -¢in C
im Bereich Digitaltechnik, bei dem
internationalen Digitalnorm nach D
arbeit mit dem BBZ Koln). Mit diese:
Lehrsystem, kann die immer noch
und Mikrocomputertechnik gesch.
COMPUTERS ist der in der Aus-
einzusetzende Mikrocomputer 8

@ PC-Modelle filir die Schu
aus den Bereichen Logikanaly'st

@ PTQ (steht fur Produkt
An dieser neuen Entwicklu!
nehmer iiber die Konst
fiir , Portallader- Kompo
Die vgs liefert in das Inl
linder) und iiber Vertra
Ausbildungszentren und

Bitte fdrdern Sie weitere Informati
vgs verlagsgesellschaft mbH & Co.
Postfach 180269 e
Breite Strafie 118-120, 5000 K¢
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Fachpraktische Ubungen
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